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CURSO DE GRADUAGAO EM ENGENHARIA ELETRICA

Disciplina: Cdédigo:

[ Dispositivos Eletrdnicos ] [ELT105 ]
Departamento: Unidade: '

[ Engenharia Eletronica I [ Escola de Engenharia |

Carga Horaria:

Créditos: Validade:
L . —  C ]
]_ l Natureza: Nivel:

Graduacao

— - O 1 : 1

Area: Tipo:

[ Eletrénica | [ Optativa |
Ementa:

Fundamentos de fisica quéntica, estrutura da matéria e fisica do estado solido; principio de
funcionamento dos dispositivos eletronicos, com &nfase na fisica de dispositivos; fundamentos
das técnicas de projeto e fabricagéo de dispositivos.

Objetivo:

Possibilitar que o aluno conhega 0 principio de funcionamento, do ponto de vista fisico, dos
principais dispositivos eletrénicos que encontrara ao longo do curso, assim como prever
funcionamento de novos dispositivos.
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Metodologia de Ensino:

(xX) Aulas Expositivas em Quadro-Negro
(x) Utilizacéo de Transparéncias ou Slides
(x) Aulas Praticas Demonstrativas

() Aulas Préticas de Montagem

() Trabalho Tedrico Extra-Classe

() Trabatho Pratico Extra-Classe

() Estudo Dirigido / Listas de Exercicios
() Aulas em galas de Microcomputadores
() Outros - Especificar:

Critérios de Avaliacdo:
Trés provas escritas (no valor de 25, 25 30 pontos) e trés listas de exercicios (no valor total de

20 pontos).

Programa teorico

Materiais eletronicos; o elétron como particula e como onda: redes atdmicas; dinamica de redes;
fénons e condugdo térmica; equacdo de Schroedinger; configuragéo eletronica dos atomos;
ligagbes atbmicas e pandas de energia; eléirons em metais: teoria de bandas nos solidos;
dinamica de elétrons; introdugdo ao0s semicondutores; estatistica de portadores; transporie de
cargas em semicondutores; semicondutores intrinsecos € extrinsecos; juncdes semicondutoras;
juncdes retificadoras e capacitancias de jungéo; diodo tGnel e varactor; transistor bipolar;
caracteristicas estaticas do BJT: projeto de transistores; chaves eletronicas; funcionamento &
limitagdo dos tiristores; 0 sistema MOS; MOSFET; JFET, caracteristicas estaticas dos FETs;
dispositivos fotonicos; baterias solares; processos de fabricacdo em microeletrénica; MEMS;

dispositivos com cristais liquidos; dispositivos supercondutores.
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Programa de laboratério

Bibliografia:

J.S. Blakemore, Solid State Physics, Cambridge, 1988

S.M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, Wiley, 1981

M. Zambuto, Semiconductor Devices, McGraw-Hill, 1989

R.S. Muller, T.I. Kamins, Device Electronics for Integrated Circuits, Wiley, 1986
A.S. Grove, Physics and Technology of Semiconductor Devices, Wiley, 1967

Professor Responsavel: Data da Aprovacédo

[ Hércules Pereira Neves [
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